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Siliziuvm=-npn-Epitaxisl -Planar~NF-Transistoren

Silizium-npn-BEpitaxiel-Planar-NF-Iransistoren fir sllgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufe-

setztechnik
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Rild 1: GehBuse




Grenzwerte

Eollektor-Basis=5pannung
Kollektor-Emitter-Spannung
mUBE s 1V
ﬁmitter»Basis«Spannung
Kollektorstrom
Basisstrom
Gesamtverlustleistung

- Q o=
Yoy = 85 °C, Rinje = g;

42
mW
Sperrschichttemperatur
Ungebungstemperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

auf Keremik 8 x 30 x 0,7 mm3

Statische Kennwerte

Kollektor-Emitter-Reststrom
“Ugg = 1 Vs Ugg = Uggy
Emitter-Basis-Restsirom
UEB = 5V, IC = QO

Kollektor=Emitter-Durchbruch-

spannung
Ig =1 mh, Upp = 17

Kollektor-Emitter-Sittigungs=

spennung
Ic = 15 mh, IB = 0,5 mA
Gleichstromverstérkung

UCE = 3V, Ic = 10 mh

SSE 201

Kurzzeichen SSE 200 SSE 202 Einheit

Uspo 70 100 120

Uopy 70 100 120 v

UgRo 5 5 5 v

IC 30 30 30 mA

Iy 10 10 10 mh

Piot 150 150 150 mW
150 150 150 o

Vomp =55 ee0 #150 =55 ... 4150 =55 .., +150 °c

0

V%tg «55 cee  +#150 =55 ... +150 =55 cco +150 C

Rthj o 20,42 £0,42 20,42 K/mW
L3

Kurzzeichen SSE 200 SSE 201 SSE 202 Einheit

£ 3 £ <

Iogy g 1 g 1 g 1 Juh
£ 4 <

IEBO = 100 = 100 = 100 na
z z z

U(BR)CEY & 170 Z 100 2 120 | v
< < <

UCESB‘E % 0,6 = 0,6 - s 0,6 v
2 ES z

h21E = 32 = 32 = 32
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